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【はじめに】Ge の高いキャリヤ移動度や光吸収特性を活かした高性能フレキシブルエレクトロ

ニクスの実現には、絶縁基板上の所定の位置に方位制御された大粒径(≥10 m)を有する Ge 結晶 

(擬似単結晶)を低温(≦300℃)で形成する技術の創出が必須である。今回、Au 触媒を用いた低温

層交換法[1-3]の局所化による擬似単結晶 Ge の位置制御を検討したので報告する。 

【実験及び結果】 石英基板上に電子線法で Au 層(50 nm 厚)を堆積した後、開口部(5~20µm 直径)

を有する拡散障壁層(Al2O3 :2~5 nm 厚)をリフトオフ法で形成し、a-Ge 層(膜厚: 50 nm 厚)を分子

線法で堆積した。その後、窒素雰囲気中で熱処理(250～300oC,20~50h)し、層交換成長を誘起した

[Fig.1(a)]。熱処理(300℃,50h)後の試料の成長様態をノマルスキー顕微鏡法で評価した。結果を

Fig.1(b),(c)に示す。拡散障壁層厚 2~3nm で

は、Fig.1(b)に赤丸で示す開口部の周縁にコ

ントラストの暗い領域が観測された。一

方、拡散障壁層厚 5nm の試料ではほとんど

変化が見られなかった[Fig.1(c)]。ラマン測

定の結果、Fig.1(b)の暗領域では c-Ge に起

因する Ge-Ge ピークが観測され、明領域で

は Ge-Ge ピークが観測されなかった

[Fig.1(d)]。EBSD 測定の結果、暗領域は(111)

配向を有する大粒径結晶(≧10µm)であるこ

とが判明した[Fig.1(e)]。以上より、膜厚

(2~3nm)の拡散障壁に開口部を形成するこ

とにより、擬似単結晶 Ge の位置制御成長

が実現することが明らかになった。高性能

フレキシブルエレクトロニクスの実現を

加速する基盤技術の創出である。 
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